EINSTYTUT TECHNOLOGH ELEKTRONOWEJ

FOTODTODA : : . BPYP 42

: . BPYP 42F)
Fotodioda BPYP 42 jest krzemowsg epiplanarng fotodiodg PIN wiel=
kiej Czqstotliwoéci, przeznaczong do zastosowania w uktadach
éwiatiowodowej telekomunikacji optycznej, Montowana jest na
izolétorze T0-18 i hermetyzowana cienkg warstwg tworzywa sztucz.
ne :ro, : ‘ : :
LOLC(lOdc BPYP 42F montowana jest w specjalnej obudowie zapew=
nzag? e] ratwe 1 wysokosprawne sprzezenie optyczne ze SwiatZo-
wodem jednowXdknowym o Srednicy do 230;Jm bez koniecznosci stow
sovania konektora na koricu swiatXowodu, Obudowa posiada dodathm-
WO gw1nt M8x0,75 stuzgcy do mocowania fotodlody° '
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Rys., 1. Obudowa fotodiody BPYP 42
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Rys.3. Przekrd]j przez obudowe fotodiedy BPYP LoF



WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETRGW

Napiecie wsteczne : Up 50 V
Prad fotoelektryczny Ip 1 mA
Tempe *atura obudowy ﬁcase 250+ 702G
Tempe ratura przechowywania tstgk =40 7096
PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t_ . = 25°¢c/
f : Wartosé e o
Parametr Symbol}. Jedn, 'wgzggﬁi
’ min.| typ. | max, P

Srednica

obszaru : 5

fotoczuiego d nm (03 5

czuzosé na

promieniowanie :
monochromatycz= i A =850 nm
ne : Sty AW 1 0,4500,5 | Up=20 V
Czas narasta- - :
nia/opadania

impulsu pradu A= 850 nm
fotoelektrycze | . Up = 20 V
nego t./te | ns 1/_1 Ry =500 - =
Ciemny prad Ly

wsteczny IRO nA 0,6 .A2 Up=50 V
Pojemnosé : ' :

cazkovita Croti|iiBE 1,5 |2 Ug=20 V
Moc rdéwnowazna . -1l+ 44 A=900 nm
szumonm NEP | W/VHz - [B:107 610" | =50 V
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Maj 1987 r, : Parametry i cobudowa
Cena 40 2z - moga ulec zmianie

PRAVO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



